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新計測技術－Ⅱ
新原理計測技術

• 表面科学の測定法
1) SREM, 2) RDS

• SPM（走査プローブ技術）の利用
1) STM/STS: 絶縁膜欠陥、不純物分布
2) Conductive AFM

• 原子・ナノレベルの材料解析技術
1) ESR, 2)陽電子消滅
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渡辺、市川、他渡辺、市川、他渡辺、市川、他渡辺、市川、他：：：：PR L 80, 345 (1998)
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[[[[Yasuda Yasuda Yasuda Yasuda et alet alet alet al, Phys. Rev. , Phys. Rev. , Phys. Rev. , Phys. Rev. LettLettLettLett. 87, 037403 (2001)]. 87, 037403 (2001)]. 87, 037403 (2001)]. 87, 037403 (2001)]

RDSRDSRDSRDS
Reflectance Difference Spectroscopy反射率差分光法反射率差分光法反射率差分光法反射率差分光法
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• GaN GaN GaN GaN レーザーを光源とした、レーザーを光源とした、レーザーを光源とした、レーザーを光源とした、シンプルかつ高シンプルかつ高シンプルかつ高シンプルかつ高S/NS/NS/NS/Nの測定系の測定系の測定系の測定系開発開発開発開発
• Si(001)Si(001)Si(001)Si(001)酸化速度の層分解計測に初めて成功　酸化速度の層分解計測に初めて成功　酸化速度の層分解計測に初めて成功　酸化速度の層分解計測に初めて成功　
　例）酸化反応の活性化エネルギー：２層目は　例）酸化反応の活性化エネルギー：２層目は　例）酸化反応の活性化エネルギー：２層目は　例）酸化反応の活性化エネルギー：２層目は1.1 1.1 1.1 1.1 eV eV eV eV ；３；３；３；３層目は層目は層目は層目は2.0 2.0 2.0 2.0 eVeVeVeV
　　⇒　　　⇒　　　⇒　　　⇒　 LSILSILSILSIプロセスで利用できる基礎データプロセスで利用できる基礎データプロセスで利用できる基礎データプロセスで利用できる基礎データ
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SiONSiONSiONSiON膜の膜の膜の膜のSTMSTMSTMSTM像と像と像と像と
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byLequnLiu,JixinYu,andJ.W.Lyding

Location of 
Active Impurity 

Atoms

Theoretical 
Model

Impurity Profile Measurement by STM/STS

Mapping of 
Tunneling Current-

Voltage Characteristics

Scanning Tunneling Microscopy

Appl. Phys. Lett. 78 (2001) 386
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Conductive AFM
コンダクティブAFMを用いたリンドープ多結晶シリコン薄膜の形状・

電気特性同時評価

(a) Topography       (b) Current image
(Black- White is 0-50nm)          (Black- White is 0-36pA, sample bias 0.5V)

250 nm 250 nm

Conductive AFM

Higher area

Defect

100 nm

TEM image

1. Higher areas in topography are less conductive than bottom areas.
2. Higher area contains a lot of structural defects. 

Results

山崎、他　（産総研）
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• Si酸化過程に発生する表面界面欠陥状態のその場観察に成功
•界面欠陥発生のようすを見ながらのプロセス制御

Umeda et al., Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 1054.

超高真空超高真空超高真空超高真空-ESR (Si 酸化過程の酸化過程の酸化過程の酸化過程のESRその場観察その場観察その場観察その場観察)
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R. Suzuki, Ohdaira et al. (AIST), Jpn J. Appl. Phys. 40 (2001) L414.
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新計測技術－Ⅱ
新原理計測技術

• 表面科学の測定法
1) 電子ビーム：SREM, 2) 光：RDS

• SPM（走査プローブ技術）の利用
1) STM/STS: 絶縁膜欠陥、不純物分布
2) Conductive AFM

• 原子・ナノレベルの材料解析技術
1) ESR, 2)陽電子消滅

特長：原子・ナノレベルの高分解能、特定の情報の抽出

課題：実用性、信頼性、スループット、経済性
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